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Funzione: Dispositivi elettronici/fotonici/ Parole 4SSN,
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ben controllati di temperatura e
di umidita.

Clean room in classe 100 ha un
numero massimo di 3500
particelle per metro cubo (100
particelle per piede cubico)

Il contenuto di polvere e circa
10000 volte piv basso di quello
dell’aria ordinaria.

Etching: attacco Foto-Litografia:
chimico o fisico del Processo usato in per trasferire
materiale non voluto disegni (pattern) geometrici su un substrato
Wet etching: attacco (silicio, vetro, eitc.) per mezzo dell'utilizzo di
chimico in soluzione polimeri sensibili agli uliravioletti (fotoresist)
Dry etching: attacco depositati sul substrato

fisico tframite

bombardamento di

atomi a bassa

pressione

Litografia a fascio elettronico (e-beam) . . )
Processo usato in che SPIN coating: tecnica di

utilizza un fascio di elettroni al posto dei raggi UV de.posizion.e di L,’"o Al
di fotoresist uniforme e

sottile (<2um) , mediante
rotazione del substrato
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Fotoresist

La maschera contiene una copia esatta del pattern che deve rimanere sul wafer.
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Fotoresist negativo Rimozione maschera

Vantaggi della litografia ottica:
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il pattern e il materiale non necessario necessario viene asportato quando il resist
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Mask aligner: allinea manualmente Dispositivo a 3 -terminali costituito da
la maschera al substrato due giunzioni Josephson sovrapposte

Litografia a fascio eletironico
Strumenti:

B
» Sistema da vuoto @é‘\x Sistema EBL
« Scanning electron microscope (SEM) S -\
e Cannone elettronico & B =

* Interfaccia con un Computer (per

Procedura di funzionamento del

controllo del fascio elettronico, processo di litografia con
creazione del pattern, allineamento cannone elettronico
etc.)

Vantaggi

* Risoluzione nanometrica (=5 nm)
« Versdtilita del pattern

Svantaggi y VL

« Complessita U

* Lentezza per grandi aree X/ S i

e Costo 6:07.00 PV 10.0 mm 50000x._ <~ ETD30.0 kv

Dispositivi a diversa scala di integrazione

La legge di Moore e lo sviluppo tecnologico

Circvito integrato:

CirCUiio eleii‘ronico Evoluzione del numero dei transitor per chip e loro dimensione 1013? ..
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DISPOSITIVI A PICCOLA SCALA DI INTEGRAZIONE — SSI DISPOSITIVIA MEDIA SCALA DI INTEGRAZIONE — MSI

da 3 a 30 gate per chip o fino a 100 componenti elettronici da 30 a 300 gate per chip o da 100 a 3000 componenti elettronici
sU un unico chip su unico chip
Il primo transistor Schema dei vari strati di un Esempio di circuito integrato Un moderno amplificatore
dispositivo operazionale

DISPOSITIVIA GRANDE SCALA DI INTEGRAZIONE — LS| ' DISPOSITIVI A GRANDISSIMA SCALA DI INTEGRAZIONE

da 300 a 3000 gate per chip o da 3000 a 100000 componenti VLSI - piv di 3000 gate per chip o da 100 000 a 100 000 000 di
elettronici su un unico chip componenti elettronici su un unico chip

Litografia tramite fascio elettronico Un disco da 8 pollici contiene circa 80

processori completi della Intel
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Esempi di circuiti integrati LSI




